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(57) Abstract: The invention relates to a method for inspecting a semiconductor sample (30) using a secondary-ion mass spectrometer
(SIMS) with a material-removing focused ion beam (13), having the following steps: - positioning the semiconductor sample (30) on a
sample stage (20); - carrying out an analysis scan by irradiating a region-of-interest (ROI) (31) in a semiconductor structure (36) on the
semiconductor sample (30) with the ionbeam (13); - registering the secondary ions in a mass spectrometer unit (17) in order to generate
an electronic image (41) and/or other data set for characterizing the semiconductor structure (36) in the region of the irradiated ROI
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(31); - using a semiconductor sample (30), with a semiconductor structure (36) and at least one positioning marking (33, 34, 35), and
a sample stage (20) which can be moved in at least two dimensions relative to the ion beam (13); - providing navigation data for the
semiconductor sample (30) with the semiconductor structure (36) and the positioning marking (33, 34, 35); - carrying out a preliminary
scan by means of a data-based navigation to a position marking (33, 34, 35) and irradiating the region of the semiconductor sample (30)
with the ionbeam (13) using a large scanning region; - adjusting an internal coordinate system for the sample stage (20) by comparing
the position of the position marking (33, 34, 35) on the sample stage (20), said position being derived from the navigation data, with the
position ascertained by the preliminary scan; - positioning the ion beam (13) over the ROI (31) to be analyzed by means of a data-based
navigation of the sample stage (20) and/or laterally deflecting the ion beam (13) using the navigation data; and - carrying out a SIMS
analysis scan using a scanning region which is reduced in comparison to the preliminary scan.

(57) Zusammenfassung: Untersuchungsverfahren fiir eine Halbleiterprobe (30) mittels eines Sekundérionen-Massenspektrometers
(SIMS) mit einem materialabtragenden, fokussierten lonenstrahl (13), mit folgenden Schritten: - Positionieren der Halbleiterprobe (30)
auf einer Probenbiihne (20); - Durchfiihren eines Analysescans durch Bestrahlen einer Region-of-Interest (ROI) (31) in einer Halb-
leiterstruktur (36) auf der Halbleiterprobe (30) mit dem lonenstrahl (13); - Registrierung der Sekundérionen in einer Massenspektro-
metereinheit (17) zur Erzeugung eines elektronischen Abbilds (41) und/oder eines sonstigen Datensatzes zur Charakterisierung der
Halbleiterstruktur (36) im Bereich des bestrahlten ROI (31); - Verwenden einer Halbleiterprobe (30) mit einer Halbleiterstruktur (36)
und wenigstens eine Positionierungsmarke (33, 34, 35) und einer in wenigstens zwei Dimensionen gegeniiber dem lonenstrahl (13)
verfahrbaren Probenbiihne (20), - Bereitstellen von Navigationsdaten fiir die Halbleiterprobe (30) mit der Halbleiterstruktur (36) und
der Positionierungsmarke (33, 34, 35); - Durchfiihren eines Vorabscans durch datenbasiertes Navigieren zu einer Positionierungsmarke
(33, 34, 35) und Bestrahlen des Bereichs der Halbleiterprobe (30) mit dem lonenstrahl (13) mit grofem Scanbereich; - Nachjustieren
eines internen Koordinatensystems fiir die Probenbiihne (20) durch Vergleich der aus den Navigationsdaten abgeleiteten Position der
Positionierungsmarke (33, 34, 35) auf der Probenbiihne (20) mit der durch den Vorabscan ermittelten Position; - Positionieren des
lonenstrahls (13) tiber der zu analysierenden ROI (31) durch datenbasiertes Navigieren der Probenbiihne (20) und/oder seitliche Ab-
lenkung des lonenstrahls (13) anhand der Navigationsdaten; - Durchfiithren eines SIMS-Analysescans mit einem gegeniiber dem Vor-
abscan reduzierten Scanbereich.



